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Objetivo: Promover las vocaciones en las areas de investigacion y desarrollo
tecnoldgico de dispositivos semiconductores y circuitos integrados mediante un
modelo tedrico-practico que brinde acercamiento a herramientas de diseno,
simulacion y prototipado de nivel profesional, asi como acceso a laboratorios e
instalaciones de alta tecnologia para la fabricacion y caracterizacion de dispositivos
electrénicos basados en materiales semiconductores.

Sedes:

1. Seccidn de Electrénica del Estado Sélido, Departamento de Ingenieria Eléctrica,
Cinvestav Unidad Zacatenco — Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, San Pedro
Zacatenco, Gustavo A. Madero, 07360 Ciudad de México, CDMX

2. Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologias del IPN — Av. Luis Enrique Erro
s/n, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero, 07700 Ciudad de México, CDMX

3. Departamento de Electrénica, Universidad Auténoma Metropolitana Unidad
Azcapotzalco — Av San Pablo Xalpa 180, San Martin Xochinahuac, Azcapotzalco,
02128 Ciudad de México, CDMX



Cinvestav

Electronica del
Estado Sdlido

La Seccion de Electrénica del Estado Solido del Departamento de Ingenieria del Cinvestav
cultiva las actividades relacionadas con los materiales y dispositivos semiconductores. Se
puede afirmar que la SEES tiene presencia en practicamente todos los centros de
investigacion del pais relacionados con estas areas, ya sea porque sus egresados se
encuentran laborando en esos lugares o porque existan actividades de colaboracion.

La Seccién de Electronica del Estado Sélido del Departamento de Ingenieria Eléctrica del
Cinvestav tiene una planta de 19 investigadores formados en instituciones extranjeras, asi
como dentro del mismo Cinvestav. En la SEES se cultivan los diferentes campos de los
semiconductores, se realiza investigacion de nuevos materiales para dispositivos
electrénicos, se desarrollan procesos de fabricacion y caracterizacion de dispositivos con
semiconductores y se disefan y aplican circuitos integrados de alta escala de integracién
(VLSI).

https://www.cinvestav.mx/zacatenco/ie/electronica-del-estado-solido

Cinvestav

Ingenieria Eléctrica

El Departamento de Ingenieria Eléctrica tiene una planta de 36 investigadores formados en el
Cinvestav y en diferentes paises, lo que aporta una diversidad de experiencias para cultivar
cada una de las lineas de investigacion que se han consolidado y siempre a la vanguardia
cientifica internacional. Nuestra area del conocimiento nos impulsa a buscar y proponer
soluciones cientificas y tecnoldgicas lo que permite igualmente una vinculacién naturalcon la
industria, el sector social y de servicios, tal como se establece en el decreto de creacion del
Cinvestav, siendo uno de los departamentos fundadores y el primero en el pais en ofrecer un
posgrado en Ingenieria Eléctrica.

El Departamento de Ingenieria Eléctrica ofrece programas de Maestria y Doctorado en
Ciencias en la Especialidad de Ingenieria Eléctrica con las opciones académicas en
Bioelectrénica, Comunicaciones, Electronica del Estado Sélido y Mecatrénica.

https://www.cinvestav.mx/zacatenco/ingenieria-electrica


https://www.cinvestav.mx/zacatenco/ie/electronica-del-estado-solido
https://www.cinvestav.mx/zacatenco/ingenieria-electrica

Taller 1: Diseno de Circuitos Integrados Digitales con Synopsys EDA

Descripcién: Taller tedrico-practico del flujo de disefio digital de circuitos integrados CMOS

(RTL2GDS) con entrenamiento en el uso de herramientas EDA profesionales de Synopsys.

Recursos:
e Estaciones de trabajo con S.O. Linux y/o conexion SSH/VNC
e |DE de programacion (VS Code, Antigravity, etc.)
e Repositorio de disefio para el curso (GitHub, etc).
® Acceso a la suite de Synopsys (VCS, Verdi, VC Formal, Design Compiler, Formality, IC

Compiler Il) a través del convenio académico institucional (SARA) con el Cinvestav.

Programa:
IEEE EDS Escuela de Verano en Dispositivos Semiconductores, Circuitos Integrados y Tecnologias Microelectréonicas Emergentes 2026
Periodo: 6al10 de julio de 2026
Suite: Synopsys EDA

Acceso a: rdi ign iler, Formali iler

Participacion: 30 asistentes

Horario Lunes, 6de julio Martes, 7 de julio Miércoles, 8 de julio Jueves, 9de julio
8:50 - 9:50 Opening ceremony
ATPlon Semiconductors . R
Functional Verification = 5
i Logic Synthesis Physical Synthesis: Floorplan
Systemverilog Testbench

09:50 - 10:50 Merck
10:50 - 11:00 Break Break Break Break

Introduct LAB2 4 B6
11:00 - 13:00 k toton = . . o " A .

Design Flow VCS + Verdi Design Compiler IC Compiler |l
13:00 - 15:00 Lunch Lunch Lunch Lunch

RTL Modelin; Formal Properties Verification Logic Equivalence Checkin,
15:00 - 16:20 c 8 P Besg 8 Physical Synthesis: Place & Route

Verilog+ Systemverilog Code Coverage Gate-Level Simulation
16:20 - 16:40 Break Break Break Break
LAB3 LABS5
16:40 - 18:00 Lans VC Formal Formality DS
: : IDE, Makefile, Vlogan, VCS , Y IC Compiler Il
VCS + Verdi VCS + Verdi

Entregables:

e Diseno RTL
e Diseno fisico (Layout)
e Reportes de los ejercicios realizados durante el taller.

Instructores:

Viernes, 10 de julio

Final Project

Break

Final Project

Lunch

Final Project

Break

Final Project

Dr. Benito Granados Rojas Innovabienestar de México

Dr. Yoanlys Hernandez Barrios Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del IPN

Men C. Irving Vallarta Ramirez Centro de Investigacidon en Computacién IPN




Taller 2: Introduccidn a la Fabricacion de Dispositivos MOS

Descripcién: Se abordaran aspectos tecnolégicos clave para la industria de fabricacion de

circuitos integrados. De esta forma, los participantes conoceran los procesos basicos en los

que se basa la tecnologia convencional de silicio, adquiriran experiencia sobre flujos de

trabajo y accederan a los laboratorios destinados para la fabricacién de dispositivos

semiconductores.

Recursos:

e Auditorio o aula paralaimparticion de la teoria introductoria, asicomo el equipo pertinente
para la proyeccion de las presentaciones.
e Acceso alos laboratorios de fotolitografia, metalizacidén y oxidacion de obleas de silicio.

e Recursos materiales para la elaboracion de actividades dentro de los laboratorios.

e Cupo maximo de 10 estudiantes por laboratorio.

Programa:
.
IEEE EDS Escuela de Verano en Dispositivos Semiconductores, Cil Integrados y T logias Microel as Emergentes 2026
Pariodo: 66110da Jullo da 2026
Tomdtica: Dispositivos semiconductoras
Acceso a: Laboratodos o instalaciones espedalizados
Participacion:  10asistentes
Horario Lunes, 6 de julio Horarlo Martes, 7 de julie Horario Midreoles, 8 de julle Horario Iueves, 9 de julio Horarlo
8:30- 8:50 Opening Coremony
8:50-9:45 Infinoon 9:00 - 10:00 Kahoot!
B:50 - 10:40 "“:;:" 0:00- 10:50 ot “"":"‘ 9:00-11:00
9:45 - 10:40 Marck 10:00 - 11:00 AWWEV ferificacion de memorias
10:40- 11:00 Bronk 10:40 - 11:00 Bronk 11:00-11:20 Brank 10:60 - 11:10 Bronk 11:00 - 11:20
SM-Semiconduct
Q - :"“ ":" ctores Rutos y control do procesos en la produccion do diodos KMOX et
11:00- 12:30 Semicendueiores 14:00 - 12:30 trarripidos: 11:20-12:20  Fundementos de Operacion del SMU  11:10-13:00 14:20 - 16:00
Una Mirad sl Estatus Actusl da la ) Verificacian on silicio
Gorrientes defuga (IR) y voltaje oe ruptura (Vbi) Trazador de Gurves pars curves iV
Tecnafogia y of Marcedo Global
12:30- 14:00 Lunch 12:30 - 13:30 LI EI IR T 12:20- 14:00 Lunch 13:00 - 14:00 Lunch
Inwrodueeion a semiconductores y celdas solares
Introduccion a tn fabricacion
i et Aspectos bisicos do coldas solares: . Tallor Tobrico/Prictico _, EcoNunoMaterinlos
14:00- 16:30 do Dispositivos MOS 13:30 - 14:00 14:00- 15:30 § 14:00 - 15:30
Avances en celdas solares de peravskitn Caractarizncion de materinlas Luz, Energin y Medio Ambiente
Procesa tecnolagicos - Parte |
16:30- 16:00 Bronk 14:00 - 16:00 Lunch 16:30 - 16:00 Brank 16:40 - 16:00 Bronk
Introduccion  ln fabricacion
16:00 - 18:00 do Dispositivos MOS 16:00 - 17:00 D L 16:00 - 18:00 i 16:00 - 18:00 EcolanoMatarialss

Deposito o

Caracterizacion de materisles

Procesa tecnologicos - Parta Il

perovskita y trar

decarga Luz, Energia y Mecio Ambiente

"
17:00 - 18:00 e

Realizacion y caracterizacion de celdas solares

Entregables:

e Muestras con capacitores MOS: Cr/Si/SiO,/Al

Instructores:

Dr. Ivan Salvador Garduio Vértiz

Dr. José Guadalupe Sanchez Lépez

Dr. Jorge Rodrigo Mora Viquez

Dr. Esteban Diaz Torres

Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del
IPN

Viernes, 10 de jullo

ASU
Virtusl

Bronk

Circulty
Disafio Analégico



Taller 3: Celdas solares y diodos de alto desempeiio
Descripcién:

1. Retos y control de procesos en la produccidon de diodos ultrarrapidos: corrientes de fuga (IR)
y voltaje de ruptura (Vbr)

La fabricacidon de diodos ultrarrapidos tipo P+/N-/N+ depende criticamente del control del
perfil de dopaje, la vida media de portadores y los defectos cristalinos. Estos dispositivos se
elaboran sobre una oblea N+ con una capa epitaxial N- de aproximadamente 100 pm, donde
posteriormente se difunde boro para formar la regién P+. Los parametros eléctricos finales,
como Trr, Vf, Vbry la corriente de fuga, son extremadamente sensibles a pequenas variaciones
de proceso.

El crecimiento epitaxial N— es uno de los procesos mas criticos, ya que el espesor y dopaje de
esta capa determinan el voltaje de ruptura, la resistencia serie y parte importante de la
recuperacion inversa. Asimismo, defectos cristalinos o contaminacidn metalica pueden
generar fugas y degradar el Vbr.

La difusiéon P+ también es fundamental porque define la profundidad de la unién, la eficiencia
de inyecciony el comportamiento del campo eléctrico superficial, afectando directamente VA,
Trry la robustez del dispositivo.

El proceso mas delicado es el control del tiempo de vida mediante Au o Pt, utilizado para
reducir el Trr favoreciendo la recombinacién de portadores. Sin embargo, un exceso de
recombinacién incrementa Vf, fugas y puede reducir Vbr.

2. Celdas solares basadas en materiales perovskita

Explicar lo que sony cdmo funcionan las celdas solares en general, asi como los métodos de
fabricaciéon de este tipo de dispositivos electronicos basados en materiales perovskita. Se
mostrara también cdmo se hace la caracterizacidon de los materiales y de los dispositivos
fabricados, relacionandolos con los avances en uno de los laboratorios de la planta piloto.

Recursos:
1a. Equipo de proyeccién mediante Power Point.

2a. Para los aspectos basicos se harda en un auditorio o salén de clase con pizarrén,
computadoray proyector.

2b. La demostracion practica se realizara en los laboratorios a cargo del Dr. Arturo Morales.

2c. Un ndmero apropiado de participantes es de minimo 5 a 10 maximo.



Programa:

Horario

8:00-

10:00

11:00-

11:20-

12:20-

14:00-

15:30 -

18:00 -

10:00

-11:00

11:20

12:20

14:00

16:00

18:00

Micreoles, 8 de julio

Kahoot!

Anyover

Break

KMOX
Fundamentas de Operacién del SMU
Trazador de Gurves para curvas 1V

Lunch

Taller Teérico/Prictico
Caracierizacion de materiales

Break

Taller Teérico/Practico
Caracterizacion de materialss

IEEE EDS Escuela de Verano en Disp Semi luctores, Ci Integrados y Tecnologias Microelectrénicas Emergentes 2026
Periodo: Gal10de julio de 2026
Tematica: Dispositivos semiconductores
Accesoa: Laboretorios ¢ instalaciones especializados
Participacion: 10 asistentes
Horario Lunes, 8 de julio Horario Martes, 7 de julio
8:30- 8:50 Opening Ceremony
8:50-8:45 Infinecn
8:50-10:40 “:T"P“
9:45-10:40 Merck
10:40-11:00 Break 10:40 - 11:00 Braak
QSM-Semiconductores
Semicanductores Y L
11:00-12:30 cons 11:00 - 12:30 ultrarrapidos:
Una Mirada sl Estatus Actusl da la Carrientes dafuga (IR} y voltaje do maptura (Vi)
Tecnotagiay f Marcedo Giobal et
12:30-14:00 Lunch 12:30 - 13:30 Alp. e el
Inwoduccion a semiconductores y celdas solares
- fabricacls
i Aspectos basicos de celdas solares:
14:00-15:30 de Dispositivos MOS 13:30 - 14:00
Avances en celdas solares de perovskita
Frocesa tecnologicos - Parie |
15:30 - 16:00 Break 14:00 - 16:00 Lunch
Introduccion a ls tabricacion o
- i 800 D celdas sol
16:00 - 18:00 de Dispositivos MOS 16:00 - 17:00 De; o o aita y ir - d
Procesa tecnolgicos. - Partall posito de capas de peravskitay renspartadoras de carga
17:00 - 18:00 cetdas

Entregables:

Instructores:

Reslizacion y caracterizacion de celdas solares

Horario

8:00- 10:50

1:50-11:10

11:10-12:00

12:00-14:00

14:00-15:30

156:30 - 16:00

16:00- 18:00

Jueves, 9de julio

Micron
Verificacion de memorias

Braak

Intel
Verificacian en silicia

Lunch

EcoNanoMateriales
Luz, Energia y Medio Ambiente

Break

EcoNancMateriales.
Luz, Energia y Medio Ambients

Horario

:00-11:00

11:00-11:20

11:20 - 16:00

Dr. Yasuhiro Matsumoto

Dr. Arturo Morales Acevedo

Dr. David Mateus Torres Herrera

Dr. Gaspar Casados Cruz

QFB Rosa Maria Nava

M.C. Perla Judith Vazquez Gonzalez

Centro de Investigaciéon y de Estudios Avanzados
del IPN

Viernes, 10 de julio

ASU
Virtual

Circuity
Disefic Analdgica



IEEE EDS Escuela de Verano en Di;

Periodo:
Tematica:
Accesoa:

Taller 4: Sintesis y caracterizacion de 6xidos semiconductores

Descripcion: Esta orientado a proporcionar una formacion integral en los métodos de
obtencidn y analisis de materiales semiconductores basados en 6xidos metalicos. A
lo largo del programa, los estudiantes desarrollaran conocimientos basicos en la
obtencidn de estos materiales mediante técnicas avanzadas de sintesis, asi como en
su caracterizacion estructural y dptica. Se abordaran metodologias de sintesis como
pirélisis por pulverizacion (espray pirolisis), sol-gel, asi como técnicas de
recubrimiento por inmersion (dip coating) y Spin coating las cuales permiten obtener
polvos peliculas delgadas con propiedades controladas. Posteriormente, se realizara
la caracterizacion estructural empleando difraccion de rayos X (DRX), con el objetivo
de determinar fases cristalinas, parametros de red y grado de cristalinidad.
Finalmente, se llevaran a cabo caracterizaciones épticas, enfocadas en el andlisis de
propiedades de absorcién, transmisién y emisiéon, fundamentales para aplicaciones
en dispositivos electronicos y fotdnicos.

Este curso combina fundamentos tedricos con practicas experimentales, brindando a
los participantes las herramientas necesarias para comprender la relacién entre los
métodos de sintesis, la estructura cristalina y las propiedades dpticas de los éxidos
semiconductores.

Programa:

Microelectrénicas Emergentes 2026

positivos S juctores, Circuitos Integrados y T gi
62l 10 de julio de 2026
Dispositivos semiconductores

Laborstorios e instelaciones especiglizados

Participacion:  10asistertes

Horario Lunes, & de julio Horario Martes, 7 de julio Horario Miércoles, 8 de julio Horario Jueves, 3 de julio Horario
8:30-8:50 Opening Ceremony
8:50-9:45 Infineon 200 -10:00 Kehoot!
8:50- 10:40 ":::' 8:00- 10:50 vori bfor 2:00-11:00
9:45 - 10:40 Merck 10:00 - 11:00 Anyover e
10:40- 11:00 Break 10:40 - 11:00 Break 11:00-11:20 Brask 10:50-11:10 Break 11:00 - 11:20
Qs’;f“_'“":"m'""“ Retos y control de procesos en la produccion de diodos KMOX et
11:00-12:30 bttty 1100 - 12:30 ultrarripidos: 11:20-12:20  Fundamentos de Operacion delSMU  11:10-13:00 11:20 - 15:00
Une Mirads sl Estatus Actual ds la ' Verificacian an silicic
Corrientes defuga IR} y velisje de ruptur (Vbr) Trazador de curvas para curvas IV
Tecnotogiay af Marcado Global
Aspctos basicos de coldas solares:
12:30- 14:00 Lunch 12:30 - 13:30 e —— s solares: 12:20- 14:00 Lunch 13:00-14:00 Lunch
Intreduceion a semicanductores y celdas solares
S
N LS ) L 2 Aspectos bisicos da celdas solares: Taller Tedrico/Prictico ~ EcoNanoMateriales
14:00- 15:30 do Dispositivos MOS 13:30 - 14:00 14:00 - 15:30 - 14:00-15:30 j
A Avances en celdas solares de peravskita Caraotarizacion de materiales Luz, Ensrgia y Medio Ambiente
Procesa tecnolagicos - Parte |
15:30- 1€:00 Break 14:00 - 18:00 Lunch 15:30 - 18:00 Bresk 15:30 - 16:00 Break
Introduccion a la fabricacion o o practicn de celdes solaras d it Taller TabricorPract EcoNanoMateriatas
16:00- 18:00 de Dispositivos MOS 18:00 - 17:00 e e e S 16:00 - 18:00 allerTecrico/Practico 18:00-18:00 sonpdtdaot
Deposita perovskita y trar decarga Caractarizacion de matarialss Luz, Ensrgia y Madio Ambiants

Procesa tecnologicos - Parte Il

ion practica de celd: lBres

17:00-18:00 Realizecion y carectenzacion de celdas solares

Recursos:

e Auditorio o aula para la imparticion de la teoria basica, asi como uso de pantalla o
proyector.

Viernes, 10 de julio

Virtual

Eresk

Circuity
Disefio Analégico



e Acceso a laboratorios de uso comun ubicados en la denominada “planta piloto”

e Cupo maximo de 10 estudiantes por laboratorio.

Entregables: N/A

Instructores:

Dra. Maria de la luz Olvera Amador

Dr. Jorge Rodrigo Mora Viquez

Dr. Jacobo Martinez Reyes

Centro de Investigacién y de Estudios
Avanzados del IPN (CINVESTAV)




TALLER 5: PRUEBAS ELECTRICAS DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES COMERCIALES
CON SMU-2450 DE KEITHLEY

Descripcion:

Uso, configuracion y aplicacion practica del instrumento Keithley 2450 SourceMeter®, equipo
de medicion de precision ampliamente utilizado en laboratorios de electrdnica, investigacion
y control de calidad industrial.

El contenido estd basado en el Manual del Usuario oficial (2450-900-01E, agosto 2019), notas
de aplicacidn de Keithley Instruments y hojas de datos de los dispositivos a medir.

El Keithley 2450 SourceMeter® es un instrumento de medicién y generacion de sefales (SMU,
Source Measure Unit) que combina en un solo equipo las funciones de:

* Fuente de voltaje o corriente programable.

e Medidor de voltaje, corriente y resistencia de alta precision.

e Carga electrénica controlada.

¢ Sistema de adquisicién de datos y graficacion en tiempo real.

Su diseno permite aplicar un voltaje o corriente al dispositivo bajo prueba (DUT) y medir
simultdneamente la respuesta eléctrica, facilitando el analisis de comportamiento de
materiales, componentes o circuitos electrénicos.

e Medicion de corriente de fuga en capacitores.

e Evaluacion de resistencia de aislamiento en cables o materiales dieléctricos.
e Caracterizaciéon de curvas |-V en diodos, transistores y FETs.

¢ Ensayos de baterias recargables y celdas solares.

Recursos:

1. Laboratorio de Comunicaciones (F-301) del Departamento de Electrdnica, Sede 3.

2. Pizarrén, computadoray proyector para el expositor.

3. 2 SMU 2450 por mesa de trabajo, cables banana-pinza aislados, (Model 8608 High-
Performance Clip Lead Set).

Computadora con software KickStart |-V Characterizer®.

Dispositivos semiconductores por medir (varios), hojas de datos.

Un numero apropiado de participantes es maximo 18.

No ok

Medio de transporte para los participantes, desde la sede oficial SEES-CINVESTAV a la
UAM-Azcapotzalco.
8. Lunch.



Programa:

IEEE EDS Escuela de Verano en Dispositivos Semiconductores, Circuitos Integrados y Tecnologias Microelectrénicas Emergentes 2026

Periodo: Gali10de julio de 2026
T [b] i ictoresy clrcultos electrdnicos
Accesoa: Laboratorios e instalaciones especializados
Participacién: 18 asistentes
Horario Lunes, 6 de julic Martes, 7 de julic Horario Miércoles, 8 de julic
8:30- 8:50 Opening Ceremony
B8:50-9:45 Infineon 9:00-10:00 Kahaot!
Micross
ATP
9:45 - 10:40 Merck 10:00 - 11:00 Anyover
10:40 - 11:00 Break Break 11:00- 11:20 Broak
qs.;emicondu;:::". Retos y control de procesos en la producciéon KMOX
11:00- 12:30 de diodos ultramapidos: 11:20- 12:20 Fundamentos de Operacion del SMU
UneMirsde sl EstatusActuside ls o oo, g fugs (IR)y voltaje de ruptura (Vbr) Trazador de curvas para curvas iV
Tecnologia y el Mercado Global
12:30 - 14:00 Transporte / Lunch Transporte / Lunch 12:20 - 14:00 Transporte / Lunch
ANSVE Pruebas eléctricas
14:00 - 15:30 TEKTRONIX . 14:00- 15:30  Dispositivos semiconductores comerciales
con SMU-2450 de Kaithley
15:30 - 15:45 Break Break 15:30 - 16:00 Break
ANSYS Pruebas eléctricas
16:45- 17:156 TEKTRONIX [ paig 16:00- 17:30  Dispositivos semiconductores comerciales

con SMU-2450 de Keithloy

Entregables: Constancia de participacion.

Instructores:

Horario

9:00 - 10:50

10:50- 11:10

11:10 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 17:30

Jueves, 3 de julio

Micron
Verificacion de memorias

Break

Intel
Verificacion en silicio

Transporte / Lunch

ANSYS
Electronics Desktop

Break

ANSYS
Electronics Desktop

Horario

9:00- 11:00

Dr. Mario Fco. Avila Meza

UAM-Azcapotzalco

Ing. Jesus Rodriguez

TEKTRONIX - KMOX

Viernes, 10 de julio

Virtual



TALLER 6: SIMULACION DE

DESKTOP

Descripcion:

Recursos:

Al

6. Lunch.

Programa:

Sala de cémputo equipada con 20 PCs.
Pizarrén, computadoray proyector para el expositor.
Software ANSYS ELECTRONICS DESKTOP®.
Un namero apropiado de participantes es maximo 18.
Medio de transporte para los participantes, desde la
CINVESTAV a la UAM-Azcapotzalco.

|EEE EDS Escuela de Verano en Dispositivos Semicenductores, Circuitos Integrades y Tecnologias Microelectrénicas Emergentes 2026
68l 10 dejulio de 2026
Dispositivos semiconductores y circuitos electrénicos

Periodo:
Tematica:
Acceso a:

Participacion:

Laboratorios &i

laciones

18 asistentes

Horario

8:30 - 8:50

8:50 - 9:45

9:45-10:40

10:40 -11:00

11:00 -12:30

12:30 -14:00

14:00 -15:30

15:30 -15:45

15:45 17118

Entregables: Constancia de participacion.

Lunes, 6de julio
Opening Geremany
Infineon
Merck
Break
QSM-Semicanductores
Semiconductores

Una Mirada at Estatus Actual de la
Tecnologia y el Mecado Globat

Transporte / Lunch

TEKTRONIX

Break

TEKTRONIX

Instructores:

Martes, 7 de julio

Micrass
ATP

Break

Retos y control de procesos en la praduccisn
de diodoa ultrarrspidos:
Gorrientes de fuga (IR} y voltaje de ruptura (Vbr)

Transporte /Lunch

ANSYS
Numerical

Break

ANSYS
Numerical

Horario

9:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 -12:20

12:20 - 14:00

14:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 17:30

Miéreoles, 8 de julio

Kahaot!

Anyover

Break

KMOX
Fundarn entos de Operacién del SMU
Trazador de curvas para curvas V

Transporte / Lunch

Pruebas sléctricas

Dispositivos semiconductores comerciales

con SMU-2450 de Keithley
Break

Pruebas sléctricas

Dispositives semiconductores comerciales

con SMU-2450 de Keithley

Horario

9:00 - 10:50

10:50-11:10

11:10-13:00

13:00 - 14:00

14:00-15:30

15:30 - 16:00

16:00-17:30

sede oficial

Jueves, 9 dejulio

Micron
Verificacién de memorias

Break

Intal
Verificacién en silicio

Transporte / Lunch

ANSYS
Electronics Desktop

Break

ANSYS
Electronics Desktop

DISPOSITIVOS EN CHIP CON ANSYS ELECTRONICS

SEES-

Horatio

9:00 - 11:00

Dr. José Valdés Rayon

UAM-Azcapotzalco

Viernes, 10 de julio

ASU
Virtual



TALLER 7: LNuynT Multi-Project Wafer: Practical Tutorial

Descripcién: FlexMPW-Sense es un servicio de fabricacién de oblea multiproyecto (MPW)
sobre sustratos flexibles, enfocado en el desarrollo y validacién de sensores flexibles para
aplicaciones emergentes. El esquema MPW permite a diversos usuarios compartir el mismo
proceso de fabricacion. Este servicio permite integrar multiples disefios de sensores en un
mismo lote de fabricacién, optimizando recursos y facilitando el acceso a tecnologias de
electronica flexible, sin requerir inversiones en equipos especializados por parte del usuario.
FlexMPW-Sense estd orientado a sensores para wearables, loT (Internet de las cosas),
monitoreo ambiental, salud y aplicaciones industriales, donde la flexibilidad mecanica, bajo
peso y conformabilidad son atributos clave. A través de procesos controlados y tecnologias
maduras, FlexMPW-Sense proporciona un entorno confiable para la experimentacion,
validacion funcional y demostracion tecnoldgica, acelerando la transicién de conceptos a
prototipos funcionales.

Recursos:

1. Equipo de proyeccioén.
2. 20 personas.
Programa:

|EEE EDS Escuela de Verano en Dispositivos Semiconductores, Circuitos Integrados y Tecnologias Microelectrénicas Emergentes 2026

Periodo: 62110 de julio de 2026
Temética: Eabricaclén de dispositivos semiconductores y disefo de circuitos electronicos
Acceso a: Laboratorios e Instalaciones especializados
Participacién: 15 as!stentes
Horario Lunes, 6 de julio Martes, 7 de julio Horario Miércoles, 8 de julio Horario Jueves, 9 de julio Horario
8:30 - 8:50 Opening Ceremony
8:50-9:45 Infineon 9:00 - 10:00 Kahoot!
M':f:" 9:00 - 10:50 o z‘"m 9:00-11:00
9:45 - 10:40 Merck 10:00 - 11:00 s erificacion de memorias
10:40 - 11:00 Break Break 11:00- 11:20 Break 10:50 - 11:10 Break
g.; r;:n:(:ct:r" Retos y control de procesos en la produccion de KMOX St
11:00 - 12:30 Rellus i il diodos ultrarrapidos: 11:20-12:20  Fundamentos de Operacién delSMU  11:10 - 13:00
Una Mirada al Estatus Actual de ta 2 Verificacion en silicio
Corrientes de fuga (IR) y voltaje de ruptura (Vbr) Trazador de curvas para curvas IV
Tecnologia y et Mercado Globat
12:30 - 14:00 Transporte / Lunch Transporte / Lunch 12:20- 14:00 Transporte / Lunch 13:00 - 14:00 Transporte / Lunch
14:00 - 16:00 Introduccién a cuartos limpios Disefio de RTDs 14:00 - 16:00 Fabricacién y Caracterizacién 14:00 - 16:00 Disefio de PCBs
16:00 - 18:00 Introduccién a cuartos limpios Disefio de RTDs 16:00 - 18:00 Fabricacién y Caracterizacién 16:00 - 18:00 Disefio de PCBs
Entregables: Constancia de participacién.
Instructores:
Dr. Norberto Herndndez Como CNMN-IPN
P . ~
Dr. Jesus Javier Alcantar Pefia CIDESI
Dra. Haydeé Gonzalez Martinez CNMN-IPN

Viernes, 10 de julio

ASU
Virtual



M. en C. Francisco Javier Hernandez Cuevas

CNMN-IPN

Quetzalcoatl Xchel Olivares Lépez

QVLabs

TALLER 8: Electrical parameters extraction and modeling of semiconductor devices

Descripcion: Tiene como objetivo introducir a los participantes en la caracterizacién eléctrica

y modelado de dispositivos semiconductores de pelicula delgada mediante la medicion de

transistores, capacitores y resistencias utilizando un sistema de medicion eléctrica. A partir

de laadquisiciony procesamiento de curvas caracteristicas I-Vy C-V, se realizara la extraccion

de parametros eléctricos de desempeno y el modelado de los dispositivos para generar

modelos compatibles con simuladores SPICE, permitiendo su analisis y validacién en

simulaciones electrénicas. El taller tendra un enfoque practico y aplicado.

Recursos:

1. Laboratorio de mediciones eléctricas con acceso a instrumentaciéon para
caracterizacion de dispositivos semiconductores (CNMN).
2. Equipo de cémputo y proyector para la presentaciéon de contenidos y

demostraciones experimentales.

3. Computadora portatil personal por participante.

4. Software para procesamiento y analisis de datos (por definir)

5. 22 personas

Programa:

|EEE EDS Escuela de Verano en Dispositivos Semiconductores, Circuitos Integrados y Tecnologias Microelectrénicas Emergentes 2026

Periodo:
Temitica:
Acceso a:

Participacién: 17asistentes

Horario
8:30-8:50

8:50-9:45

9:45 - 10:40

10:40-11:00

11:00-12:30

12:30- 14:00

14:00- 16:00

16:00- 18:00

Gali0de uliode 2026

aboratorios e instalaciones especializados

Lunes, 6 de julio
‘Opening Ceremony

Infineon

Merck

Break

QSM-Semiconductores
Semiconductores
Una Mirada al Estatus Actual de la
Tecnologia y el Mercado Gilobal

Transporte / Lunch

Martes, 7 de julio

Micross
ATP

Break

Retos y control de procesos en la

preduceién de diodos ultrarrépidos:

Corrlentes de fuga (IR} y voltaje de
ruptura (Vbr}

Transporte / Lunch

Parameters extraction
Resistor

Parameters extraction
Capacitor

Parameters extraction
Resistor

Parameters extraction
Capacitor

Horario

10:00 -

11:20 -

12:20 -

16:00 -

-10:00

11:00

-11:20

12:20

14:00

-16:00

18:00

Entregables: Constancia de participacién.

Miércoles, 8 de julio

Kahoot!

Anyover

Break

KMOX
Fundamentos de Operacién del SMU
Trazador de curvas para curvas IV

Transporte / Lunch

Introduction/Measurements
Parameters extraction
Thin Fiim Transistor

Introduction/Measurements
Parameters extraction
Thin Film Transistor

Horario

9:00 -10:50

11:10-

13:00

14:00

16:00

-11:10

- 14:00

- 16:00

- 18:00

Jueves, 9 de julio

Micron
Verificacién de memorias.

Break

Intel
Verificacion ensilicio

Transporte / Lunch

Modeling

Modeling

Horario

9:00-11:00

Viernes, 10 de julio

ASU
Virtual



Instructores:

Dr. Isai Salvador Hernandez Luna CNMN-IPN
Dr. Arturo Torres Sanchez CNMN-IPN
Dr. Cuauhtémoc Ledn Puertos CNMN-IPN
M. en C. Abril Abilene Garcia Soriano ESIQIE-IPN

M. en C. Leonardo Sebastian Sanchez Fernandez

ESIQIE-IPN




